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半導体デバイスの微細化およびデバイス構造の三次元化に伴い，高精度な等方性 SiN エッチング技

術の需要が高まっている。その方法として，これまで CHF3/O2プラズマによる反応層形成と 100℃以上

の加熱処理で反応層脱離を繰り返す Self limited なサイクルエッチプロセスが報告されてきた[1]。本報

告では新たな脱離法として準安定状態の Ar 照射を用いた脱離工程を検討した(Fig. 1)。Ar の準安定状

態は中性でありながら励起エネルギーが 10eV 以上と高く，等方的な脱離反応の促進が期待できる。 

実験はマイクロ波 ECR プラズマエッチャを用い，脱離工程では準安定状態の Ar を照射するため，

イオン遮蔽板により Ar プラズマ中のイオンを除去したものを照射した。また，既報[1]と同様に SiO2

に対する選択性を評価した。Figure 2 に Fig. 1 のシーケンスに従い，脱離時間による 1 サイクル当たり

のエッチング量の変化を評価した結果を示す。SiN 膜は，脱離時間 180 秒以上でエッチング量が 2.7 nm

で飽和しており，Self limited なプロセスを構築できることが分かった。一方，SiO2膜は脱離時間を増

やしてもエッチングは進行せず，加熱処理と同様に高い SiN/SiO2選択比を実現できた。次に Fig. 1 の

シーケンスに従い，サイクルエッチを行った結果を Fig. 3 に示す。サイクル数に比例して SiN のエッ

チング量が増加することが分かった(2.7 nm/cycle)。以上の結果，反応層脱離工程に準安定状態の Ar 照

射を用いて，Self limited な SiN のサイクルエッチプロセスを構築できることが分かった。 

[1] K. Shinoda, et al., J. Vac. Sci. Technol. A 37, 051002 (2019) 
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